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서론

백색 는 저소비 전력과 긴 수명 때문에 조명 및 용 백라이트로 각광 받고 있LED LCD

다 백색광을 얻어내는 방법은 여러 가지가 존재하는데 그 중 삼원색인 적색 녹색 청색. , ,

의 를 각각 구현하여 함하거나 하나에 에 가지 색을 동시에 발현할 수 있는 다LED LED 3

층구조의 가 연구되었으나 복잡한 구조와 각 색별 발광LED(mlutiple-wavelength LED)

세기의 조절이 힘들다는 단점이있다.

상업적으로도 가장 흔히 사용되는 방법으로 칩위에 형광체를 입히는 방법이다 그LED .

중 가장 알려진 황색 형광체 물질이 Yttrium Aluminum Garnet : Cerium (YAG:Ce)

((Y1-aGda)(Al1-bGab)5O12 이다 이러한 형광체는 여기광인 청색광을 받아서 황색으:Ce) .[1]

로 재발광시키는데 이때 소자 구조에 따라 형광체로 흡수되지 않은 청색광과 재발광된

황색광이 합쳐져 최종적으로 백색광으로 구현된다 하지만 위와같은 황색 형광체는 적색.

광이 부족하여 높은 색온도와 낮은 를 갖는다CRI(color rendering index)

이를 대체할 형광체로 여러 대체 물질 이 개발되어왔으나 고온에서의 안정성의 문[2,3]

제가 남아 있었다 과서 유기 고분자 물질이 백색 형광체로 연구 되었으나 단일 층. LED

의 고분자로는 발광 밴드가 좁아 다층 구조를 갖는 형광층이 필요하였다 최근여기효율.

와 열적안정성을 갖는 이 개발되어 차세대 형광 유기물(quantum yield) polyfluorene[4]

로 대두되어 이런 형광 고분자의 단순 혼합을 통한 기존의 다층 구조를 대체가능한 형광

체의 특성을 연구하고자 한다.

실험

형광층을 이용한 소자 제작

두가지 형광 고분자Poly [{9,9-dioctyl-2,7-divinylenefluorenylene)-alto-co-(2-

와methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-1,4-phenylene}] (PFPV) Poly [1-methoxy-4-

를 클로로벤젠에 녹인 다음(2-ethylhexyloxy-2,5-phenylenevinylene)] (MEH-PPV)

를 첨가하여 투병한 액체 상태가 되도록 섞는다 이러한 고분자 형광체Polystyrene (PS) .

를 칩위에 코팅한 후 에서 시간 어닐링시킨다LED 100 1 . (Fig. 1)℃

결과 및 토론

및 흡광도 특성1. PL

여기광으로 쓰일 청색 형광체로 쓰일 녹색 형광 고분자와 적색 형광 고InGaN LED,

분자의 흡광도 및 광발광 특성을 분석하여 각각 에서 발광함을 확462nm, 543nm, 65nm

인하였다 형광 고분자의 경우 최대 발광 피크는 외에 추가로 에서 발광되. 543nm 515nm
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는 것을 확인할 수 있는데 이는 적색 발광 고분자의 흡광 파장영역에 포함되는 것을 볼

수 있다. (Fig. 2)

형광 고분자 구조 및 백색 소자 구조Figure 1. LED

흡광도 와 특성Figure 2. UV PL

소자 특성2.

적색 발광을 향상 시켜 더 높은 백색광 특성을 보이기 위해 합성한 적색 발광

고분자를 함량을 달리하여 녹색 형광고분자에 첨가하여 소자를 제작하였다 이때 위에서.

확인한 바와 같이 형광 고분자의 추가 발광 피크 에서의 발광 세기가 적색(515nm)
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고분자의 함량이 증가함에 따라 감소하고 적색 영역 에서의 발광이 증가하는(618nm)

것을 확인하였다.

Table 1

CIE-1931coordinate, Tc and Ra of white LED with polymer blends containing

the various MEH-PPV ratios to PFPV at 20mA

각 고분자 함량 별 백색 의 발광 특성Figure 3. LED

결론

백색광을 구현하기 위해서 적색 녹색 청색의 발광을 동시에 갖는 구조의 형광체를 이, ,

용한 를 제작 하였다 기존에 다층 구조의 형광 고분자 형광체와 다르게 넓은 파장LED .

대에서 발광하는 단일층 소자를 제작하였고 하나의 형광고분자만의 발광에서 부족한 발

광 영역의 발광을 다른 형광 고분자를 추가 사용하여 녹색 고분자에서의 추가적인 발광

을 여기광으로 사용 적색을 재발광하면서 연색지수를 향상시켰다.
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